
サファイア上 AlN テンプレートの表面平坦性の検討 

Investigation of surface smoothness of AlN templates on sapphire 
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【目的】高効率深紫外 LED を実現するためには、低い貫通密度と高い表面平坦性を有する AlN テ

ンプレートが必要である。貫通密度低減の手法として、NH3 アニールによるサファイアの窒化処

理が報告されている[1]。しかし、窒化処理を導入した AlN 成長において、表面にインバージョン

ドメインによる柱状結晶の出現が報告されている[2][3]。これまでに、我々は AlN中間層の導入に

よる柱状結晶の除去を検討した[4]。一方で、最近、AlN 成長時に Ga 供給を施すことで高い表面

平坦性が得られることが報告された[5]。今回、サファイアの窒化処理をしつつも、高い表面平坦

性を有する AlNテンプレートを得るために、AlN中間層と Ga供給の組み合わせを検討した。 

【実験および結果】本報告では、以下に記す三つの試料を用意した。すべて窒化処理を導入した

c面サファイア上に成長させた。第一試料は AlNバッファ層上に直接 2µm AlN 層を成長させた比

較試料である。第二試料では、第一試料のバッファ層と 2µm AlN層の間にAlN中間層を導入した。

第三試料は第二試料と同じ構造であるが、2µm AlN 層成長時に Ga供給（Ga / III比＝0.1）を行っ

た。各試料の表面形態を AFM により観察した結果を図 1～3に示す。第一試料では従来の窒化処

理を導入した AlN より観測される柱状結晶（高さ：～40nm）が観察された。第二試料では柱状結

晶が除去されたものの、波状の表面形態が観察された（RMS＝0.93nm）。一方、第三試料では、

RMS＝0.18nmの非常に高い表面平坦性を有する 2µm Al0.97Ga0.03Nテンプレートが得られた。 
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